蓝宝石材料

<REC>

<申请号>=CN98226909.9

<名称>=人造蓝宝石表面内拱度磨削机床

<申请（专利权）人>=张元胜

<发明（设计）人>=张元胜

<申请日>=1998.05.28

<地址>=518034广东省深圳市商报路天健工业区8栋4楼悦目光学公司

<摘要>=本实用新型涉及石料或类似材料的磨削设备，尤

其是进行曲面磨削的设备。它由电机和传动件带动砂轮沿着与

主轴同轴的圆桶内侧既作往返直线运动又作转动；同时，圆桶

内粘贴被磨削物(如人造蓝宝石表面)，使砂轮在运动时对其内

拱面产生磨削。该设备对砂轮的弧度不需作严格限定，其加工

精度不受砂轮弧度的限制，而由测量精度决定，可达到

0.05mm；亦无需频繁更换砂轮，还可实现一次多片加工。

<REC>

<申请号>=CN89105430.8

<名称>=人造蓝宝石气体放电器件的封装端

<申请（专利权）人>=卢义生

<发明（设计）人>=卢义生;俞鹤庆

<申请日>=1989.05.09

<地址>=江苏省南京市五所村310-2-710室

<摘要>=本发明提出的是一种气体放电器件采用人造蓝

宝石管、塞、环的封装结构——人造蓝宝石气体放电

器件的封装端。管、塞、环系采用同一晶向(C轴)生

长的人造蓝宝石材料，它可有效地提高放电器件的寿

命和性能。实现人造蓝宝石气体放电器件的研究进

入广泛应用的实用阶段。它可用于各系列的高压金

属蒸气放电灯和普通高压钠灯和高显色性高压钠灯

以及钾铷激光光泵等。

<REC>

<申请号>=CN200510003405.1

<名称>=蓝宝石基无掩膜横向外延生长高质量的Ⅲ族氮化物薄膜

<申请（专利权）人>=深圳大学;

<发明（设计）人>=彭冬生;冯玉春;牛憨笨;王文欣

<申请日>=2005.12.29

<地址>=518060广东省深圳市南山区南海大道2336号

<摘要>=一种蓝宝石衬底上无掩膜横向外延生长高质量的III族氮化物薄膜的新技术，该技术采用化学腐蚀的方法腐蚀蓝宝石衬底，以形成一定图案的蓝宝石衬底1，提供横向外延基底，缓冲层2为低温GaN薄膜，3为横向外延生长的高温GaN薄膜。缓冲层2首先在没有腐蚀坑位置的蓝宝石衬底1处外延生长，形成一定的籽晶，在籽晶处外延生长的同时，改变外延生长工艺条件，使其横向外延，以使两翼在腐蚀坑处翼合，形成高质量、低位错密度的GaN薄膜3，这样就可以在GaN薄膜3上沉积高质量的III族氮化物薄膜4。这种横向外延技术不仅可以降低位错密度，而且克服了传统横向外延技术工艺复杂和晶向倾斜高的缺点。

<REC>

<申请号>=CN95102002.1

<名称>=将掺杂的多晶材料转化成单晶材料

<申请（专利权）人>=通用电气公司

<发明（设计）人>=柯蒂斯·E·斯科特;玛丽·S·卡利赛夫斯基;莱昂内尔·M·莱维森

<申请日>=1995.02.14

<地址>=美国纽约州

<摘要>=将多晶陶瓷体转变成单晶体的固相方法，用能提

高转化的掺杂剂掺杂多晶陶瓷材料，在选定温度下加

热多晶体至足以将多晶体转变成单晶的时间。所择

温度低于多晶材料的熔化温度，但高于该材料熔化温

度的一半。所述掺杂剂的实例包括+3价阳离子如

铬、镓和钛。多晶体还可以被不均匀地掺杂，以形成

掺杂至预定掺杂剂量的第一部分多晶体和未掺杂的

第二部分，以致加热掺杂多晶体会使第一部分转化成

单晶结构，而第二部分仍保持多晶结构。

<REC>

<申请号>=CN200610088287.3

<名称>=铟镓氮外延薄膜及生长方法和在太阳能电池的应用

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=谢自力;张荣;刘斌;韩平;修向前;文博;刘成祥;赵红;郑有炓;顾书林;江若琏;施毅;朱顺明;胡立群

<申请日>=2006.07.07

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=高结晶铟镓氮单晶外延膜，在蓝宝石衬底先设有

GaN缓冲层，且为20－200nm的低温GaN缓冲层；然后生长

厚度可达到1－80μm的高结晶的

In<SUB>x</SUB>Ga<SUB>1－

x</SUB> (0≤x≤1)材料。高结晶铟镓氮单晶外延膜的

生长方法，在蓝宝石衬底上利用MOCVD系统先生长GaN缓

冲层，在500－700℃温度范围生长厚度在20－200nm的低温

GaN缓冲层；然后利用MOCVD生长高结晶的

In<SUB>x</SUB>Ga<SUB>1－

x</SUB>N材料；接着在GaN缓冲层上以500－1050

℃生长高质量

In<SUB>x</SUB>Ga<SUB>1－

x</SUB>N材料；生长压力在0－700Torr，尤其控制在

300－700Torr；其中0≤X≤1材料厚度1μm以上。太阳能电

池采用材料

In<SUB>0..3</SUB>Ga<SUB>0.7</CNI

PR:SUB>N薄膜，电极采用MSM结构。

<REC>

<申请号>=CN99104715.X

<名称>=包含透镜的手表面玻璃及该透镜的制造方法

<申请（专利权）人>=科马杜尔公司

<发明（设计）人>=G·德拉布雷

<申请日>=1999.04.01

<地址>=瑞士洛科

<摘要>=本发明涉及一种由坚硬矿物材料特别是结晶材

料例如刚玉、蓝宝石或尖晶石制成的手表面玻璃,其包含一在表

玻璃材料厚度范围内成形的非圆形光学透镜(4)。该透镜是通过

对最好位于表玻璃下表面(5)中的槽进行机加工和抛光形成

的。它的外形可以具有入射角,以及可以例如为矩形,利用刷同

时添加抛光用介质撞击槽的底面进行机加工。

<REC>

<申请号>=CN01123674.4

<名称>=氮化物半导体激光器

<申请（专利权）人>=日本电气株式会社

<发明（设计）人>=山口敦史;仓本大;仁道正明

<申请日>=2001.09.03

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明的课题是降低使用氮化镓系材料的半导

体激光器的阈值电流密度。根据本发明,在低位错密度的n型GaN

衬底21上,形成包含n型覆盖层33、和具有In<SUB>x</SUB>Al<SUB>y</SUB>Ga<SUB>1－x－y</SUB>N(0<x<1,0≤y≤0.2)发光层的多量子阱层24的氮化镓系半导体层层叠的结构,其特征在于,每一个量子阱的阈值模式增益是12cm<SUP>－1</SUP>以下,发光层的带隙能量的微观波动的标准偏差是75至200meV。

<REC>

<申请号>=CN200410077378.8

<名称>=一种发光二极管芯片及其制备方法

<申请（专利权）人>=方大集团股份有限公司

<发明（设计）人>=李刚;潘群峰;吴启保

<申请日>=2004.12.08

<地址>=518055广东省深圳市南山区西丽镇龙井方大工业城

<摘要>=本发明涉及一种发光二极管芯片，包括蓝宝石衬

底、在所述衬底上外延生长的N型氮化镓和P型氮化镓半导体

材料，还包括在所述氮化镓半导体材料上制备的透明导电薄

膜，所述透明导电薄膜包括氧化铟锡层和镍金合金层。制备所

述发光二极管芯片的步骤包括：1)刻蚀部分暴露N型氮化镓；

2)在P型氮化镓上先后蒸镀或溅射镍金，然后再进行合金；3)

蒸镀或溅射氧化铟锡层，然后再进行合金；4)蒸镀或溅射PN

电极。由于本发明的发光二极管芯片保留了传统的氧化镍金与

P型氮化镓接触，可以获得较理想的欧姆接触；并且在镍金合

金上加了一层较厚的氧化铟锡，有利于电流的横向传输，可以

改善电流分布，对于整个发光二极管还可以保持较好的透光

率。

<REC>

<申请号>=CN200610011685.5

<名称>=在透明电介质材料内部制备波导光栅的方法

<申请（专利权）人>=北京大学;

<发明（设计）人>=李焱;刘大勇;杨宏;龚旗煌

<申请日>=2006.04.14

<地址>=100871北京市海淀区颐和园路5号

<摘要>=本发明提供一种在透明电介质材料内部制备波导光栅的方法，属于精密微光电子学器件制备技术领域和光学信息处理领域。该方法采用钛蓝宝石飞秒激光器等脉冲激光系统，通过相应的透镜将激光束聚焦到透明的电介质材料样品体内，根据波导光栅的根据对于器件性能的要求比如反射波长、反射率、透射率的需要设计波导光栅的结构和尺寸，通过控制激光束焦点在透明的电介质材料样品体内移动的方向、次数和速度，让透明的电介质材料样品被激光焦点照射发生周期性地折射率改变，形成波导光栅。利用本发明只要控制激光脉冲能量、脉宽、聚焦物镜数值孔径、样品移动速度、重复扫描次数等参数，即可实现快速高精度制备波导光栅及其相关器件。

<REC>

<申请号>=CN200510043168.1

<名称>=GaN半导体材料的异质外延方法

<申请（专利权）人>=西安电子科技大学

<发明（设计）人>=郝跃;李德昌

<申请日>=2005.09.01

<地址>=710071陕西省西安市太白路2号

<摘要>=本发明公开了一种GaN半导体系列材料的异质

外延方法。该方法是在SiC衬底(111)面和蓝宝石衬底(0001)面

上，利用金属有机物化学气相淀积MOCVD工艺，首先淀积过

渡层和掩膜，并按照涉及图案刻蚀掩膜，进入并暴露出缓冲层

AlN作为生长种子区域；然后将该种子区GaN的生长温度置

于1050～1100℃的范围，压力置于40tor左右，在种子区的缓

冲层AlN上成核形种子，并以金字塔式外延生长，即在种子区

以纵向垂直生长为主，横向缓慢生长，当垂直生长到适当高度

后，改变生长工艺参数，在线进入SiN掩膜上部覆盖的冠状生

长过程，即从长成的塔顶部开始，以横向悬挂生长为主，纵向

缓慢生长。本发明具有工艺简单，薄膜质量高之优点，可用于

对低缺陷密度半导体薄膜材料的制备。

<REC>

<申请号>=CN200610098234.X

<名称>=新型半导体材料铟镓氮表面势垒型太阳电池及其制备方法

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=江若琏;谢自力;张荣;文博;周建军;刘斌;陈敦军;郑有炓;韩平;刘成祥

<申请日>=2006.12.06

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=铟镓氮表面势垒型太阳电池，选用半导体材料

In<SUB>x</SUB>Ga<SUB>1－

x</SUB>N(0≤x≤1)为光吸收区和

In<SUB>x</SUB>Ga<SUB>1－

x</SUB>N MS或MIS结构表面势垒型太阳电池，在蓝

宝石衬底材料上生长20－200nm厚度的低温GaN缓冲层，退

火后接着外延生长1000－2000nm厚度的高温GaN缓冲层和

200－1000nm厚度的

In<SUB>x</SUB>Ga<SUB>1－

X</SUB>N光吸收层，然后在

In<SUB>x</SUB>Ga<SUB>1－

x</SUB>N上设有肖特基接触金属Ni和厚引线金属Au

形成肖特基结构，以及在

In<SUB>x</SUB>Ga<SUB>1－

x</SUB>N上淀积2－20nm厚度的

Si<SUB>3</SUB>N<SUB>4</CNIPR:S

UB>绝缘薄膜后再设肖特基接触金属和厚引线金属形成金属

－半导体－金属结构，并在n－InGaN材料上设有Ti/Al/Ni/Au

多层金属导电电极，形成MS和MIS两种结构的表面势垒

InGaN太阳电池。

<REC>

<申请号>=CN200510011901.1

<名称>=光子晶体结构GaN基蓝光发光二极管结构及制作方法

<申请（专利权）人>=中国科学院半导体研究所

<发明（设计）人>=许兴胜;陈弘达;马勇

<申请日>=2005.06.09

<地址>=100083北京市海淀区清华东路甲35号

<摘要>=一种光子晶体结构GaN基蓝光发光二极管结构，

包括：一蓝宝石衬底；一N型GaN层，该N型GaN层直接生

长在蓝宝石衬底上，该N

型GaN层的一侧的平面上刻蚀有一台阶，形成一大平面和一

小平面；一GaN材料有源层，该GaN材料有源层制作在N型

GaN层上的大平面上；一P型GaN层，该P型GaN层制作在

有源层上；一P型电极和P型焊盘，该P型电极和P型焊盘铺

设在P型GaN层上；一N型电极和N型焊盘，该N型电极和

N型焊盘铺设在N型GaN层上的小平面上；一光子晶体区，

该光子晶体区刻蚀形成在有源层和P型GaN层内，甚至直到N

型GaN层内，即刻蚀周期性圆孔结构；在该光子晶体区的中

心形成一光子晶体空白区。

<REC>

<申请号>=CN200410025029.1

<名称>=掺氮空穴型氧化锌薄膜材料的喷雾热解制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海硅酸盐研究所

<发明（设计）人>=李效民;边继明;张灿云;赵俊亮

<申请日>=2004.06.09

<地址>=200050上海市定西路1295号

<摘要>=本发明涉及掺氮空穴型氧化锌薄膜材料的喷雾

热解制备方法，属于半导体材料领域。本发明配制锌源和氮源

构成摩尔配比为Zn<SUP>2+</SUP>∶

NH<SUB>4</SUB><SUP>

+</SUP>＝1∶(1－3)的先驱体溶液，经超声波雾化器雾

化，雾化后的载气经气液分离管进入成膜室，在常压下单晶硅

片、石英玻璃片或蓝宝石片衬底表面沉积成p－ZnO薄膜并控

制衬底温度控制在500－800℃。本发明所制备的p型ZnO薄

膜的电阻率在10<SUP>－2</SUP>－

10<SUP>－3</SUP>Ωcm，迁移率最高可达

145cm<SUP>2</SUP>V<SUP>－

1</SUP>s<SUP>－1</SUP>，同时具有

强的室温紫外发光特性和较高的结晶质量可满足氧化锌基发

光二极管(LEDs)，激光二极管(LDs)等光电子器件方面的需要。

本发明具有工艺简单易行，操作方便，原料丰富，制作成本低

的特点。

<REC>

<申请号>=CN200310112720.9

<名称>=改善氢化物汽相外延法制备GaMnN铁磁性薄膜晶体质量的方法

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=于英仪;张荣;修向前;谢自力;俞慧强;郑有炓;施毅;沈波;顾书林;江若琏;韩平;朱顺明;胡立群;叶宇达

<申请日>=2003.12.23

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=改善氢化物汽相外延制备GaMnN铁磁性薄膜晶

体质量的方法，在氢化物气相外延(HVPE)生长GaMnN铁磁性薄膜材料电炉中，包括N<SUB>2</SUB>管道和NH<SUB>3</SUB>管道、设有金属镓源－HCl－N<SUB>2</SUB>管道和金属锰源－HCl管道，对金属锰源－HCl管道，同时添加Ar气，将金属锰源输运至电炉的GaN薄膜材料的生长区；金属Ga的HCl载气，金属Mn的HCl载气量范围3－6sccm，Ar气流量为100－300sccm；金属Ga和Mn所在位置为820－860℃，反应区域温度，即蓝宝石α－Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>衬底所在位置的温度为；生长时间为8－20min的条件下可以获得完全的GaN和GaMnN合金薄膜。

<REC>

<申请号>=CN00120889.6

<名称>=半导体面发光器件及增强横向电流扩展的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院半导体研究所

<发明（设计）人>=刘祥林;陆大成;王晓晖;袁海荣

<申请日>=2000.08.15

<地址>=100083北京市912信箱

<摘要>=半导体面发光器件及增强横向电流扩展的方法,

包括:在半导体面发光器件的n区(或p区)具有增强平行于p－n

结平面的电子迁移率的二维电子气(二维空穴气),以及在光输

出面具有增强透光性网格状的电极。含有新结构的半导体面发

光器件(如:发光二极管,面输出的激光二极管等)具有光输出效

率高,整个发光面发光均匀,避免了对厚度要求极其苛刻的金属

透明电极,或减少了器件的厚度,以及由此带来制作成本低廉的

优点。

<REC>

<申请号>=CN03110867.9

<名称>=溶胶－凝胶法制氮化镓纳米多晶薄膜

<申请（专利权）人>=中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

<发明（设计）人>=张继森;秦伟平;赵丹;秦冠仕;吴长锋;林海燕;刘晃清

<申请日>=2003.01.13

<地址>=130022吉林省长春市人民大街140号

<摘要>=本发明属于光电子材料技术领域，是一种用溶胶

－凝胶法制氮化镓纳米薄膜。本发明利用第三主族元素的两性

现象，用强碱，像NaOH，或KOH等，把GaO溶解。再利用酸，像HNO<SUB>3</SUB>，HF等，重新沉积出Ga(OH)<SUB>3</SUB>凝胶，然后加入NH<SUB>4</SUB>F形成了GaN材料的前驱体。将稀土或过渡金属离子掺入前驱体(NH<SUB>4</SUB>)<SUB>3</SUB>GaF<SUB>6</SUB>中。为利用甩胶技术或印刷方法制膜，再加入一些高分子增稠剂，如聚乙二醇400、聚氧乙烯等，以保证前驱体溶液的粘度。最后把形成的GaN材料的前驱体在烘箱中烘干后，在NH<SUB>3</SUB>气氛下，900℃就能够获得纳米级的GaN。本发明与分子束外延和有机分子气相外延制备GaN晶体和薄膜材料相比，具有工艺过程简单、制备成本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN03112210.8

<名称>=一种P型氧化锌薄膜的制备方法

<申请（专利权）人>=山东大学

<发明（设计）人>=张德恒;孙征;宗福建;王卿璞;张锡建

<申请日>=2003.05.16

<地址>=250100山东省济南市山大南路27号

<摘要>=本发明涉及一种P型氧化锌薄膜的制备方法，属

于半导体光电材料与器件技术领域。本发明的主内容选用蓝宝

石或硅作为衬底材料，用掺入5wt％的P<SUB>2</SUB>O<SUB>5</SUB>和0.2wt％的Ga<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>的ZnO烧结陶瓷靶作为源材料，在合适的溅射气体分压、溅射功率和较高的衬底温度下用射频磁控溅射技术制备出磷镓共掺杂的ZnO薄膜，然后在真空中经800℃高温光照退火40分钟，制备出P型ZnO薄膜。它解决了现有技术存在的产品性能不稳定，电阻率较高、生产成本高等问题。本发明具有生产工艺简单、成本低、产品性能稳定等优点，薄膜电阻率为10<SUP>－1</SUP>Ωcm，空穴浓度为10<SUP>18</SUP>cm<SUP>－3</SUP>。

<REC>

<申请号>=CN200610013981.9

<名称>=蓝宝石衬底材料抛光液及其制备方法

<申请（专利权）人>=河北工业大学

<发明（设计）人>=刘玉岭;牛新环

<申请日>=2006.05.31

<地址>=300130天津市红桥区光荣道8号

<摘要>=本发明涉及蓝宝石衬底材料表面高精密加工过

程中化学机械抛光(CMP)抛光液及其制备方法。抛光液成分和

重量％比组成为：硅溶胶1～90、碱性调节剂0.25～5、醚醇类

活性剂0.5～10、螯合剂1.25～15、去离子水为余量。该抛光

液的配制方法：硅溶胶用不同倍数的去离子水稀释用碱性调节

剂调整pH值，然后边搅拌边加入醚醇类活性剂。在相应的抛

光工艺条件下进行抛光，可实现蓝宝石衬底材料表面的高精密

加工，并能满足工业上对蓝宝石衬底片CMP精密加工的要求。

本发明具有成本低、低粗糙、高速率、不污染环境及腐蚀设备

的优点。

<REC>

<申请号>=CN200510123107.6

<名称>=一种生长高结晶氮化铟单晶外延膜的方法

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=谢自力;张荣;韩平;修向前;刘斌;李亮;顾书林;江若琏;施毅;朱顺明;胡立群;郑有炓

<申请日>=2005.12.15

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=一种生长高结晶氮化铟单晶外延膜的方法，在蓝

宝石衬底上利用MOCVD系统先生长GaN缓冲层，在500－

700℃温度范围生长厚度在20－100nm的低温GaN缓冲层；然

后利用MOCVD生长高结晶的InN材料。GaN缓冲层生长后

对此缓冲层进行900－1100℃的高温退火；再利用MOCVD生

长高结晶的InN材料。本发明实现了在蓝宝石衬底上利用低温

GaN做缓冲层在MOCVD系统中生长一种新型材料InN的方

法。尤其是设计先生长缓冲层，然后生长高质量高结晶的InN

材料。面积尺寸可以达到工业生产使用的尺寸。

<REC>

<申请号>=CN200710091384.2

<名称>=接合体、发光容器以及高压放电灯用组装体

<申请（专利权）人>=日本碍子株式会社;

<发明（设计）人>=新见德一

<申请日>=2004.05.27

<地址>=日本爱知县

<摘要>=本发明提供一种在至少由接合面是蓝宝石组成的第一部件和至少由接合面是蓝宝石或多晶氧化铝组成的第二部件的结合体中，结合强度高，防止了在接合界面产生裂纹的接合体。使接合材料用的原料介于第一部件(2)和第二部件(4A、4B)之间，通过在1730℃以下对该原料进行热处理使第一部件和第二部件接合起来。或者，接合材料(5A、5B)由包含稀土类元素、铝以及硅的氧化物或氮酸化物组成，氧化物或氮酸化物中硅的比率换算成二氧化硅的话在3mol％以上、10mol％以下。

<REC>

<申请号>=CN200410041677.6

<名称>=利用In金属纳米点催化合成生长InN纳米点的方法

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=谢自力;张荣;修向前;毕朝霞;刘斌;于英仪;俞慧强;郑有炓;顾书林;沈波;江若琏;施毅;韩平;朱顺明;胡立群

<申请日>=2004.08.12

<地址>=210008江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=利用In金属纳米点催化合成生长InN纳米点的

方法，利用MOCVD方法在蓝宝石(0001)衬底上催化合成生长

InN纳米点材料，蓝宝石(0001)衬底放入生长室，预先用

MOCVD生长技术在衬底表面形成金属纳米点，生长室温度在

330－400℃，只通入金属有机源三甲基铟5－15分钟，在衬底

表面淀积一层In金属纳米点；然后利用金属纳米点作为催化剂

和成核中心，在In金属纳米点的形成时，同时通入金属有机源

三甲基铟和三甲基铟，合成生长InN纳米点材料。

<REC>

<申请号>=CN200610086105.9

<名称>=AlGaN基共振增强单色紫外探测器结构和生长方法

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=谢自力;江若琏;张荣;韩平;修向前;刘斌;李亮;赵红;郑有炓;顾书林;施毅;朱顺明;胡立群

<申请日>=2006.08.29

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=AlGaN基共振增强单色紫外探测器结构：在蓝宝

石衬底上设有厚度在50－2000nm的低温和高温GaN材料，

GaN材料上分别设有15－80nm和15－100nm的5－50个周期

的AlN/AlGaN多层结构的分布布拉格反射镜为底镜；在上述

底镜上设有n－AlxGal－xN/i－GaN/p－AlxGal－xN结构的谐

振腔：即设有20－80nm厚的高温n－AlxGal－xN，5－30nm

厚的高温i－GaN吸收层，20－80nm厚的高温p－AlxGal－xN，

Al组分x≥0.3作为探测器的谐振腔；最后是层厚分别为15－

80nm和15－100nm的0－30个周期的AlN/AlGaN多层结构的

分布布拉格反射镜即顶镜完成RCE紫外探测器结构。

<REC>

<申请号>=CN03129601.7

<名称>=ZnAl<SUB>2</SUB>O<SUB>4</SUB>/α－Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>复合衬底材料的制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海光学精密机械研究所

<发明（设计）人>=徐军;王海丽;周圣明;杨卫桥;彭观良;周国清;宋词;杭寅;蒋成勇;司继良;赵广军

<申请日>=2003.06.27

<地址>=201800上海市800－211邮政信箱

<摘要>=一种ZnAl<SUB>2</SUB>O<SUB>4</SUB>/α－Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>复合衬底材料的制备方法，包括下列步骤：在铂金坩埚内，放置有带气孔的ZnAl<SUB>2</SUB>O<SUB>4</SUB>和ZnO混合料块；将双面抛光或单面抛光的蓝宝石α－Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>晶片，置放或悬挂于铂金丝上，加上覆盖有ZnAl<SUB>2</SUB>O<SUB>4</SUB>和ZnO混合粉料和热电偶的坩埚盖，坩埚顶部加铂金盖密闭后置于电阻炉中；电阻炉加热升温至1000～1400℃，恒温20～100小时，ZnO扩散到α－Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>晶片中；降温，可获得ZnAl<SUB>2</SUB>O<SUB>4</SUB>/α－Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>复合衬底材料。本发明的优点是工艺简单、易操作、质量稳定，可用于InN－GaN基蓝光半导体外延生长。

<REC>

<申请号>=CN200610084893.8

<名称>=带有抗磨损抗腐蚀涂层的钎焊焊嘴

<申请（专利权）人>=佩斯股份有限公司;

<发明（设计）人>=保罗·艾伦·邓纳姆;哈尔敦·塔希尔·厄兹帕克尔;杰弗里·斯内尔;帕特里克·理查德·麦考尔

<申请日>=2006.05.22

<地址>=美国马里兰州

<摘要>=一种用于焊铁的钎焊焊嘴，具有适用于安装在焊铁的加热组件或者尖端加热筒的安装部分，和一个成形来形成焊点的钎焊部分。至少钎焊部分包括被抗磨损抗腐蚀涂层覆盖的铜内基体材料，其中抗磨损抗腐蚀涂层包括比铜内基体材料更硬的金属基体，并且在基体中散布有比铁更硬的化学惰性材料的微米级颗粒。所述化学惰性材料优选的是金刚石，但也可以是红宝石，蓝宝石，硅或氧化铝。所述基体材料优选的为铁，但也可以由镍，镍合金，镍/磷合金，银，银合金，金，或金合金构成。优选地，所述涂层在钎焊焊嘴上形成带纹理的外表面。

<REC>

<申请号>=CN200710036455.9

<名称>=采用金属键合工艺实现氮化镓发光二极管垂直结构的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海微系统与信息技术研究所;

<发明（设计）人>=欧欣;王曦;陈静;孙佳胤;武爱民

<申请日>=2007.01.12

<地址>=200050上海市长宁区长宁路865号

<摘要>=本发明涉及一种采用金属键合工艺实现氮化镓发光二极管垂直结构的方法。本发明采用扩散键合形式的金属键合工艺使在蓝宝石上生长制作的氮化镓发光二极管键合到低阻硅片上并实现欧姆接触。本发明通过采用扩散键合形式的金属键合工艺实现硅基氮化镓发光二极管的制作，具有键合工艺稳定、器件良率高、面积小且充分利用发光层的材料、衬底导电且导热性好的优点。

<REC>

<申请号>=CN200610065103.1

<名称>=不需荧光粉转换的白光GaN发光二极管外延材料及制法

<申请（专利权）人>=中国科学院物理研究所;

<发明（设计）人>=陈弘;贾海强;郭丽伟;周均铭;王晓晖;汪洋;裴晓将

<申请日>=2006.03.17

<地址>=100080北京市海淀区中关村南三街8号

<摘要>=本发明涉及一种不需荧光粉转换的白光GaN发光二极管外延材料及制法，即在蓝宝石或SiC衬底上用常规半导体器件沉积技术依次生长初始生长层、本征GaN缓冲层、n型GaN层、InGaN弛豫层、InGaN多量子结构发光层、p型AlGaN夹层和p型GaN层；再用该外延材料制做单管芯白光发光二极管；本方法保留已有普通单色光发光二极管器件制做工艺，仅对生长氮化镓基发光材料的生长过程进行改进，提高In组分达到形成In量子点，增加一个应力释放层，在不增加器件复杂性的前提下，从根本上降低了白光发光二极管成本，增加了光出射效率和利用效率，克服了荧光粉转换而成的白光发光二极管的缺点，提高了白光发光二极管的整体性能。

<REC>

<申请号>=CN00813549.5

<名称>=外科器械的刀片

<申请（专利权）人>=德鲁克国际有限公司

<发明（设计）人>=H·P·戈德弗里德

<申请日>=2000.07.31

<地址>=荷兰克伊克

<摘要>=本发明涉及在外科器械的刀片上形成氟原子的

保护层的方法,其中刀片是由硬质透明、结晶材料如金刚石、蓝

宝石或石榴石形成的。根据该方法,刀片被放入等离子反应器中

刀片然后进行等离子体清洁和涂敷以碳氟化物气体的等离子

体。本发明还涉及在外科器械的刀片上形成氟原子的保护层的方

法,其中刀片被浸入氟代脂族甲硅烷基醚的溶液中。

<REC>

<申请号>=CN01106742.X

<名称>=在蓝宝石衬底上异质外延生长碳化硅薄膜的方法

<申请（专利权）人>=西安电子科技大学

<发明（设计）人>=郝跃;彭军

<申请日>=2001.02.14

<地址>=710071陕西省西安市太白路2号

<摘要>=本发明涉及一种在蓝宝石衬底上异质外延生长

半导体碳化硅薄膜的方法。主要解决在蓝宝石衬底上直接生长

碳化硅薄膜时薄膜与衬底之间粘附性差,不易核生长的缺陷。提

出一种在蓝宝石衬底与SiC薄膜之间介入一层缓冲层作为过渡,

以减少晶格失配的生长碳化硅薄膜的方法,即在蓝宝石衬底上

先淀积一层AlN材料作为缓冲层,形成复合衬底,再在其复合衬

底上外延生长SiC薄膜,形成蓝宝石－缓冲层－碳化硅三层结

构,在蓝宝石AlN复合衬底上得到单结晶的6H－SiC薄膜。本

发明在蓝宝石－氮化铝复合衬底上已经得到的单结晶碳化硅

薄膜,具有明显优于在硅衬底上得到的薄膜质量,其应力低于在

硅衬底上得到SiC应力的5倍,折射率在正常的SiC薄膜范围内

之优点,是制作SiCOI CMOS器件的重要技术,且可保证器件的

稳定性和可靠性。

<REC>

<申请号>=CN02109978.2

<名称>=一种合成蓝宝石及其生产工艺

<申请（专利权）人>=烟台北极星华晶宝石有限责任公司

<发明（设计）人>=张晚兰

<申请日>=2002.01.11

<地址>=264001山东省烟台市上夼西路107号

<摘要>=本发明公开了一种合成蓝宝石及其生产工艺,一

种合成蓝宝石,它包含有(重量份)Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>95－99.98,铁的氧化物0.001－3.0,TiO<SUB>2</SUB>0.0005－1.0,其生产工艺包括着色剂制备、粉料制备、宝石生长步骤,本发明颜色美观、生长时爆裂少,成品率高,材料利用率高,着色均匀,颜色覆盖厚度大于2mm,使用效果好。

<REC>

<申请号>=CN02113083.3

<名称>=利用溶胶－凝胶(Sol－Gel)法制备p型ZnO薄膜

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=修向前;张荣;徐晓峰;郑有炓;顾书林;沈波;江若琏;施毅;韩平;朱顺明;胡立群

<申请日>=2002.05.31

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号

<摘要>=利用溶胶－凝胶(Sol－Gel)法制备p型ZnO薄膜,

先制备Ga或N共掺杂的ZnO胶体溶液,在预先清洗好的Si片

或其他衬底(石英玻璃、蓝宝石等)上滴加胶体溶液,以旋转衬底

的方式使胶体溶液均匀涂覆,然后将薄膜在室温～100℃下放

置一段时间再经过240－300℃的热处理,尔后在500～900℃,

氨气气氛下热处理1～5小时。溶胶－凝胶法制备薄膜材料具

有技术简单,低耗费,易于获得大面积的薄膜等优点。

<REC>

<申请号>=CN03113769.5

<名称>=氮化镓晶体的制造方法

<申请（专利权）人>=华南师范大学

<发明（设计）人>=王浩;范广涵

<申请日>=2003.02.18

<地址>=510630广东省广州市天河区石牌

<摘要>=本发明涉及半导体器件材料的制造方法，更准确

地是氮化镓晶体的制造方法，包括以下步骤：(1)在衬底上外延

生长氮化镓或氮化铝；(2)在氮化镓表面热沉积硅、碳化硅、氮

化硅、或氧化硅的结晶颗粒；(3)继续外延生长氮化镓如再生长

不掺杂的或掺杂的氮化镓薄膜D或LED、LD、HEMT等光电

子、电子器件结构；所述衬底可以是蓝宝石、碳化硅、硅、砷化镓、氧化锌、氧化镁、LiAlO<SUB>2</SUB>、或LiGaO<SUB>2</SUB>；本发明可以有效降低位错，解决衬底与外延层失配问题。

<REC>

<申请号>=CN200410100972.4

<名称>=一种球形高纯氧化铝的制备方法

<申请（专利权）人>=中国铝业股份有限公司

<发明（设计）人>=李旺兴;李东红;沈湘黔;王庆伟;王舟

<申请日>=2004.12.28

<地址>=100814北京市海淀区复兴路乙12号

<摘要>=一种球形高纯氧化铝的制备方法，涉及一种特别

适于用作紧凑型荧光灯、PDP、LED用发光材料以及透明陶瓷、

蓝宝石单晶、红宝石单晶、轿车漆膜抛光等领域的高纯氧化铝

的制备。其特征在于采用硫酸铝铵和碳酸氢铵为原料在带搅拌

的反应器内反应生成纳米结构球形碳酸铝铵AACH，经过滤、

洗涤、焙烧得到纳米结构球形γ－

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>和纳米结构球形α－

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>。制得的球形高纯氧化铝具有流动性好、机械强度高、不

易破碎、在应用过程中颗粒形状保持不变的特点。本发明具有

产品纯度高、质量好，工艺条件要求低，环境友好无污染，成

本低等优点。

<REC>

<申请号>=CN200510011813.1

<名称>=一种氮化镓基大管芯发光二极管及其制备方法

<申请（专利权）人>=中国科学院物理研究所

<发明（设计）人>=贾海强;李卫;李永康;彭铭曾;朱学亮

<申请日>=2005.05.27

<地址>=100080北京市海淀区中关村南三街8号

<摘要>=本发明涉及一种可解决P电极和N电极边缘间发

光损失的氮化镓基大管芯发光二极管及其制备方法，通过金属

有机物化学气相沉积生长技术，在异质材料或双抛面蓝宝石衬

底上生长氮化镓基LED的多层材料结构，经过光刻、淀积、

刻蚀、蒸发、剥离等步骤制备，其结构包括：淀积在氮化镓基

基片上的至少一片状P电极和至少一条状N电极；条状N电

极由N型压焊点压焊连接；淀积在P电极和N电极之间的绝

缘介质层；以及蒸镀在绝缘介质层上的金属反射薄膜层；金属

反射薄膜层可单独与P电极或N电极相连接，也可或与P电极、

N电极均不相连接；可有效利用GaN基LED边缘处出射光，

提高双抛面蓝宝石端的出光效率。

<REC>

<申请号>=CN200510027184.1

<名称>=一种提高芯片亮度的方法

<申请（专利权）人>=上海蓝宝光电材料有限公司

<发明（设计）人>=冯雅清;陈明法;朱思远

<申请日>=2005.06.28

<地址>=201616上海市松江区文俊路2号

<摘要>=本发明涉及一种提高芯片亮度的方法，倒装焊芯片的电极与硅热沉芯片贴合，其特征在于，将倒装焊芯片的衬底表面粗糙化，表面粗糙有助于降低全反射，而粗糙化后发光面积增加，从而使得出光亮度提高，使得发光效率提升30％左右，而另一个降低全反射增加出光效率的方法就是四分之波长抗反射镀膜，镀膜材料折射率需介于蓝宝石与空气之间，利用氧化铟锡ITO、二氧化硅SiO<SUB>2</SUB>或氮化硅Si<SUB>3</SUB>N<SUB>4</SUB>这些材料做抗反射镀膜，可将出光效率再增加20％，而最后我们将两种方法同时利用粗糙化加氧化铟锡ITO、二氧化硅SiO<SUB>2</SUB>或氮化硅Si<SUB>3</SUB>N<SUB>4</SUB>四分之波长抗反射镀膜，在500毫安的电流驱动下可以得到比一般倒装焊芯片多出50％的光效率。

<REC>

<申请号>=CN200510031825.0

<名称>=大面积紧密耦合喷淋头

<申请（专利权）人>=中国电子科技集团公司第四十八研究所

<发明（设计）人>=伍波;袁章其

<申请日>=2005.07.06

<地址>=410111湖南省长沙市天心区新开铺路1025号

<摘要>=一种用作制备半导体材料的金属有机化学气相

淀积设备反应室中送气装置的大面积紧密耦合喷淋头，圆柱形

本体中轴向设有相间排列的氨气毛细管和金属有机源毛细管，

该两组毛细管分别同相应的送气腔连通，毛细管有位于本体一

端表面的喷出口；靠近喷出口一侧的本体中有冷却水腔，它同

相邻毛细管之间的冷却水通道相通。它使氨气和金属有机源的

预反应、金属有机源的早期分解大大削弱，生长出的GaN材

料的贫氮和碳污染基本消除，氨和金属有机源在蓝宝石衬底的

近上方混合充分，造就了生长出组分精确、厚度均匀的GaN

材料的优良气氛。

<REC>

<申请号>=CN200510044340.5

<名称>=高压容器的观察视窗

<申请（专利权）人>=中国海洋大学

<发明（设计）人>=许淑梅;曹志敏;张晓东;于新生;安伟

<申请日>=2005.08.02

<地址>=266003山东省青岛市市南区鱼山路5号

<摘要>=本发明公开了一种高压容器的观察视窗，其包

括：与高压容器密封连接的孔基座，安装在该基座内的透明视

镜，压紧在该视镜上的视窗端盖。所述的透明视镜与该基座是

锥斜面接触结构连为一体的；是通过与基座锥孔匹配的锥形橡

胶垫片而相互锥斜面充分接触而构成一体的。本发明的透明视

镜的厚度可以相对较大，因此有利于在高压下工作。由于透明

视镜的材料可以使用水晶，石英，高强度玻璃，蓝宝石等材料，

而使用该结构透明视镜直径较小，有利于降低材料的成本。由

于透明视镜锥面的设计还有利于光源或摄像系统有一个较大

的视角，相对圆柱形的设计能够探查更大范围的空间。本发明

的高压容器观察视窗能够满足在高压环境下传输光信号的技

术要求。

<REC>

<申请号>=CN200510072427.3

<名称>=氮化镓基蓝光发光二极管

<申请（专利权）人>=厦门大学

<发明（设计）人>=刘宝林;翁斌斌;秦丽菲;黄瑾;尹以安

<申请日>=2005.05.11

<地址>=361005福建省厦门市思明南路422号

<摘要>=氮化镓基蓝光发光二极管，涉及一种发光管，尤

其是涉及一种高效率的氮化镓基蓝光发光二极管。提供一种发

光效率较高、使用寿命较长的氮化镓基蓝光发光二极管。从下

至上设有蓝宝石衬底、N－GaN层、有源层、P－GaN层和电

流扩展层，在电流扩展层的上表面至N－GaN层设有n型台面，

在电流扩展层的上表面设有柱形体阵列，在电流扩展层的上表

面和N－GaN层的n型台面上分别设有接线柱。通过运用非平

面技术的方法，破坏光学谐振腔，解决光在GaN材料与空气

以及三氧化二铝与空气的接触面的全反射问题。又采用ITO透

明电极取代合金电极，使其透光率大为提高。

<REC>

<申请号>=CN200610024155.4

<名称>=一种改变氢化物气相外延法生长的氮化镓外延层极性的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院上海微系统与信息技术研究所

<发明（设计）人>=雷本亮;于广辉;齐鸣;叶好华;孟胜;李爱珍

<申请日>=2006.02.24

<地址>=200050上海市长宁区长宁路865号

<摘要>=本发明涉及一种改变氢化物气相外延(HVPE)生

长的氮化镓(GaN)外延层极性的方法，其特征在于采用了中断

HCl生长的方法。在HVPE制备GaN膜的过程中，先在高温

下通NH<SUB>3</SUB>氮化蓝宝石(Sapphire)，

再通HCl生长GaN，此时生长的GaN薄膜表面显示为N极性。

生长一段时间后关闭HCl而持续

NH<SUB>3</SUB>气体1～60min，再打开HCl

继续进行生长GaN薄膜。如此反复操作2～10次，则GaN的

极性将由表面粗糙的N极性转变为表面光滑Ga极性，而且其

位错密度降低，晶体质量提高。这种方法简单易行，仅需要中

断HCl几次即可实现GaN材料由N极性到Ga极性的改变。

<REC>

<申请号>=CN200610041962.7

<名称>=一种单次生长制备复合多量子阱结构的方法

<申请（专利权）人>=西安电子科技大学

<发明（设计）人>=李培咸;郝跃;张进城;周小伟

<申请日>=2006.03.22

<地址>=710071陕西省西安市太白路2号

<摘要>=本发明公开了一种单次生长制备复合多量子阱

结构的方法，它涉及金属有机物化学气相淀积生长多量子阱结

构的技术领域，其目的是为了解决现有技术存在的两次生长和

键合工艺造成的原材料和设备资源的浪费。该制备方法的步骤

为：采用蓝宝石、碳化硅或氧化锌材料作基板，在基板上制备

成核层；在成核层上制备过渡层；在过渡层上制备半导体层；

在半导体层上制备第一多量子阱层；在第一多量子阱层上制备

第二多量子阱层，第二多量子阱层与第一多量子阱层之间，可

具有一半导体隔离层。该方法可用于在一次生长过程中制备不

同组份的多个

In<SUB>x</SUB>Ga<SUB>1－

x</SUB>N/GaN多量子阱，并可进行复合波长量子阱的

实验和生产。

<REC>

<申请号>=CN200610100548.9

<名称>=光学元件及其制造方法

<申请（专利权）人>=精工爱普生株式会社;

<发明（设计）人>=矢内宏明;桥爪俊明

<申请日>=2006.07.03

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供与现有相比，能够对起因于偏振板的温度上升而偏振板的偏振特性下降的情况进行抑制的光学元件。光学元件(1)，其特征在于，具备：由偏振层(12)构成的偏振板(10)，贴合于偏振板(10)的偏振层(12)的一方的表面的透光性基板(20)，和贴合于偏振板(10)的偏振层(12)的另一方的表面的其

它的透光性基板(30)；透光性基板(20)及其它的透光性基板(30)，由作为无机材料的蓝宝石构成。

<REC>

<申请号>=CN200710146312.3

<名称>=氮化镓基发光二极管P、N型层欧姆接触电极及其制法

<申请（专利权）人>=普光科技（广州）有限公司;

<发明（设计）人>=陈国聪;王孟源;雷秀铮

<申请日>=2007.09.04

<地址>=510530广东省广州市广州经济技术开发区东区骏功路16号

<摘要>=本发明涉及一种氮化镓基发光二极管P、N型层欧姆接触电极及其制法，该氮化镓基发光二极管P、N型层欧姆接触电极的材料为Cr/Pd/Au的金属组合，其制法是在蓝宝石衬底的外延结构上蚀刻出N型氮化镓层，并在P型氮化镓层上蒸镀P型透明电极层，接着定位出P、N型层欧姆接触电极的图形，再在P型透明电极层、N型氮化镓层上分别依次蒸镀50～500埃的铬，300～1000埃的钯和3000～20000埃的金的金属组合，然后在氮气的气氛、温度为200～450℃和时间为5～20min的条件下对蒸镀有铬、钯和金的芯片进行电极退火，从而获得优异的欧姆接触特性，并获得较佳的热稳定性且不易氧化，从而提升二极管的可靠度。

<REC>

<申请号>=CN90100796.X

<名称>=宝石轴承

<申请（专利权）人>=王魁久

<发明（设计）人>=王魁久;刘琰;王征;王涛;包维兴;朱一民;王建伟;周志远

<申请日>=1990.02.16

<地址>=黑龙江省哈尔滨市学府路7号(省工交学院)

<摘要>=一种宝石轴承。该宝石轴承是由GCr15轴承

钢、陶瓷和非金属材料内套圈、外套圈、保持架和滚动

体等四部分组成。本轴承采用摩氏硬度H＝6.5-8.5

度；比重为d＝2.66-6范围的非金属隐晶质矿物宝石

玛瑙、黄玉、刚玉、硅化木、伊黎石、红蓝宝石Al<SUB>2</SUB>O3、

SiO2、ZrO2、TiN、Zr3B4、Si3N4、SiC陶瓷等新型材料制

造宝石轴承滚动体和内外套圈。宝石轴承具有转速高、噪音低，耐磨损、耐高温、

耐寒、耐腐蚀、无毒、不生锈和抗辐射、耐强磁及电绝

缘性能好等优点。

<REC>

<申请号>=CN90101053.7

<名称>=具有新型声镜的反射式声显微镜

<申请（专利权）人>=清华大学

<发明（设计）人>=陈戈林;胡思正;李德杰;罗淑云;申忠明;张克潜

<申请日>=1990.03.08

<地址>=100084北京市海淀区清华园

<摘要>=本发明属于声显微、机械扫描成象等技术领域，

可广泛用于材料、微电子、光电子等技术领域的无损

伤检测、评估与观察。本发明采用新型声镜、新型步

进电机驱动电源，由通用微机构成机械扫描、高频部

件控制和成象系统比平面换能器型蓝宝石声镜分辨

率高而价格却低数十倍；比专用微机功能强通用性

好，用户使用方便，此外还具有高效、低噪声等特点。

<REC>

<申请号>=CN94110294.7

<名称>=耐高温潜望镜

<申请（专利权）人>=郭廷麟;刘德润

<发明（设计）人>=郭廷麟;刘德润

<申请日>=1994.06.02

<地址>=112000辽宁省铁岭市银州区后八里铁岭市华隆实业公司

<摘要>=本发明涉及一种潜望镜的改进，镜头体、镜筒、定

位附件均由耐高温陶瓷材料制成，物镜组、中继镜组、

补偿镜组、滤光片均由蓝宝石、石英玻璃制成，前端设

置有调整视场偏移的光轴微调片。具有能保证在极

高温度条件下正常工作，图像质量良好等特点。

<REC>

<申请号>=CN02149351.0

<名称>=制备氮化镓单晶薄膜的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院物理研究所

<发明（设计）人>=陈弘;韩英军;周均铭;于洪波;黄绮

<申请日>=2002.11.13

<地址>=100080北京市海淀区中关村南三街8号

<摘要>=本发明涉及一种在异质衬底上大失配外延生长

GaN单晶薄膜的方法。该方法用异质材料或蓝宝石材料做衬

底，在化学气相沉积生长装置中首先将氢气通入反应室中，然

后加热衬底至1200℃；10分钟后衬底降温，用氨气与由氢气

携带的三甲基镓通入反应室，并保持氨气流量为3000－8000

毫升/分钟，三甲基镓流量为1－10毫升/分钟，以生长GaN或

AlN成核层；成核层在原位进行退火处理；退火后，保持衬底

温度在700℃－1300℃下，将三甲基镓通入反应室以生长1nm

－500nm厚的GaN；然后降低V/III摩尔比至＞0.5和＜2之间，

继续生长GaN层至厚度在1nm－10000nm。该方法抑制了晶体

缺陷的产生，使GaN单晶薄膜在生长的初期和后期都处在优

化的生长条件下，从而大大地提高了晶体质量和光电特性。

<REC>

<申请号>=CN200610022670.9

<名称>=一种a－b取向ZnO纳米线阵列的制备方法

<申请（专利权）人>=电子科技大学;

<发明（设计）人>=戴丽萍;邓宏

<申请日>=2006.12.27

<地址>=610054四川省成都市建设北路二段4号

<摘要>=一种具有a－b取向的ZnO纳米线阵列的制备方法，属于电子材料技术领域，涉及宽禁带半导体ZnO发光材料，特别涉及ZnO纳米线阵列的制备方法。本发明采用化学气相沉积技术，以纯ZnO粉末为蒸发源，采用蓝宝石A1<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>(11

<IMG SRC="200610022670.9_AB_0.TIF" WIDTH=21 HEIGHT=29>0)作为衬底，控制蒸发源的温度不低于ZnO粉末的热分解温度，控制衬底温度不低于750℃，真空度在200－300托，传输气体采用Ar气，气流量为35sccm，使ZnO粉末受热分解为Zn和O，再通过氩气传输，在基片上沉积生长a－b取向ZnO纳米线阵列。本发明利用现有的化学气相沉积技术，可方便地制备出具有a－b取向的ZnO纳米线阵列，所得到的a－b取向的ZnO纳米线阵列具有优良的紫外光敏感特性和快的光响应速度。

<REC>

<申请号>=CN200410006179.8

<名称>=硅衬底上生长低位错氮化镓的方法

<申请（专利权）人>=长春理工大学

<发明（设计）人>=张宝顺;王晓华

<申请日>=2004.03.05

<地址>=130022吉林省长春市卫星路7083号

<摘要>=硅衬底上生长低位错氮化镓的方法属于半导体

材料技术领域。由于蓝宝石具有绝缘性，所以以其为衬底生长

氮化镓不能符合器件制作的要求，以碳化硅为衬底生长氮化镓

成本又很高。以硅为衬底采用现有方法生长氮化镓其位错密度

又很高，同样不能满足要求。而本发明能够降低这一位错密度

1～2个数量级，其实现的途径主要是，在硅衬底上生长具有空

洞的氮化硅掩蔽膜，再在空洞处生长氮化铝缓冲层，最后在这

一缓冲层上生长氮化镓。可以在其上继续生长发光管、激光器、

探测器等任意器件结构。

<REC>

<申请号>=CN200410010859.7

<名称>=用射频等离子体辅助制备氧化锌纳米管的方法

<申请（专利权）人>=中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

<发明（设计）人>=吕有明;梁红伟;申德振;张振中;刘益春;张吉英;范希武

<申请日>=2004.05.12

<地址>=130031吉林省长春市东南湖大路16号

<摘要>=本发明属于半导体材料技术领域，涉及一种利用

等离子体辅助的分子束外延制备氧化物纳米管的方法。先用射

频等离子辅助的分子束外延设备，在蓝宝石或硅衬底上生长

ZnO薄层，薄层厚度为1～8nm。通过射频等离子辅助的分子

束外延设备的流量计和漏阀，对气体流量进行检测和控制。打

开离子捕获阱时只有中性粒子进入生长室，关闭时则等离子体

进入生长室。由于ZnO极性表面与非极性表面的稳定性不同，

在衬底表面形成初始的ZnO纳米环，后继ZnO沿环生长形成

纳米管。本发明利用等离子体辅助的分子束外延制备半导体材

料，无需引入催化剂或模板，即可定向生长出高质量的ZnO纳

米管。

<REC>

<申请号>=CN200380105462.X

<名称>=CMOS图像传感器

<申请（专利权）人>=量子半导体有限公司

<发明（设计）人>=卡洛斯·J·R·P.·奥古斯托

<申请日>=2003.12.09

<地址>=美国加利福尼亚

<摘要>=光传感器件与薄膜绝缘体上硅(TF－SOI)或薄膜

绝缘体上锗(TF－GeOI)衬底上的CMOS器件单片集成。光电

二极管活动层被外延地生成在衬底的正面，在完全处理衬底正

面以后，埋入的绝缘体(埋入的氧化物)下的衬底材料被去除。

然后单片集成的衬底被制造在埋入的氧化物的背面。然后背面

被粘合到一个对感兴趣的波长透明的新的衬底。例如，石英、

蓝宝石、玻璃或塑料适合于可见光范围。从而允许了传感器矩

阵的背面光照，光穿过在与产生CMOS的一侧相对的衬底的背

面上制造的结构。

<REC>

<申请号>=CN200680036912.8

<名称>=集成微机电波长选择开关及其制造方法

<申请（专利权）人>=卢森特技术有限公司

<发明（设计）人>=C·R·德尔;D·M·马罗姆

<申请日>=2006.10.05

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=一种完全集成的微机电(MEMS)1×K波长选择开关(WSS)，包括整体构造在一起的N个固体浸没微镜(SIMS)阵列和K+1个色散波导阵列。在一个实施方式中，WSS在硅中构造。在另一个实施方式中，在绝缘体上硅(SOI)晶片的硅层中蚀刻SIM的N个致动器。其后，在硅层上沉积二氧化硅层，在二氧化硅层中蚀刻K+1个波导阵列和用于N个SIM的镜。在又一实施方式中，除了共用共焦耦合器的小部分之外，使用从包括二氧化硅，溶胶凝胶，聚合物的组中选择的材料构造K+1个色散波导阵列，该材料沉积在选自于包括硅，蓝宝石或其他玻璃绝缘体材料的组的第一晶片上，在硅晶片中构造共用共焦耦合器的其余部分和N个SIM器件，然后将第一晶片和硅晶片对耦合。

<REC>

<申请号>=CN99800130.9

<名称>=蓝宝石陶瓷金属卤化物灯的整体密封

<申请（专利权）人>=通用电气公司

<发明（设计）人>=C·E·斯科特;M·S·卡里斯泽维斯基

<申请日>=1999.02.10

<地址>=美国纽约州

<摘要>=一种制造陶瓷金属卤化物(CMH)放电灯的方法,

该放电灯在蓝宝石(单晶氧化铝)弧光管与多晶氧化铝端盖之间

有整体密封。该方法包括配置完全致密的蓝宝石弧光管和配置

由未烧结的加压多晶氧化铝粉末制成的端盖的步骤。加热端盖

直至该端盖被预烧结,以除去有机粘合剂材料。将预烧结的端盖

放在弧光管的端部上,在它们之间形成界面。然后加热组装的预

烧结的端盖和弧光管至烧结温度,其中端盖被完全烧结在弧光

管上,并且蓝宝石灯管生长进入端盖。在端盖和弧光管之间的原

来的界面上形成整体密封。

<REC>

<申请号>=CN200710192730.6

<名称>=用于减少沉浸式光刻装置机械磨损的集成电路制造

<申请（专利权）人>=国际商业机器公司;

<发明（设计）人>=K·S·帕特尔;D·A·科利斯

<申请日>=2007.11.16

<地址>=美国纽约阿芒克

<摘要>=提供一种集成电路制造中用于沉浸式光刻工具的部件的保护性涂层，其中通过薄的、硬的保护性涂层来保护暴露于浸液的部件的至少一部分，该保护性涂层包括例如碳化硅、金刚石、类金刚石、氮化硼、碳化硼，碳化钨、氧化铝、蓝宝石、氮化钛，碳氮化钛、氮化铝钛和碳化钛的材料。可以通过例如CVD、PECVD、APCVD、LPCVD、LECVD、PVD、薄膜蒸发、溅射以及在有气体的情况下加温退火的方法来形成保护性涂层。保护性涂层优选地具有大于大约1000并且更优选地大于大约2000的努氏硬度，或大于大约7，更优选地大于大约9的莫氏硬度。保护性涂层最小化了由于扫描仪部件机械磨损造成的缺陷。

<REC>

<申请号>=CN200810051539.4

<名称>=Ni<sub>x</sub>Mg<sub>1-x</sub>O短波长紫外光探测材料

<申请（专利权）人>=长春理工大学

<发明（设计）人>=王  新;姜德龙;李  野;王国政;付申成

<申请日>=2008.12.05

<地址>=130022吉林省长春市朝阳区卫星路7089号

<摘要>=Ni<sub>x</sub>Mg<sub>1-x</sub>O短波长紫外光探测材料属于半导体材料技术领域。现有Ga<sub>x</sub>Al<sub>1-x</sub>N材料存在的

不足有，首先，制作薄膜所使用的蓝宝石衬底昂贵；其次，需要使用化学气相沉积等大型、

复杂设备生长，生长温度也较高，造成了能源的浪费；第三，禁带宽度调节范围较小，即

3.4～6.2eV；第四，GaN和AlN晶格失配和离子半径失配较大，分别为1.8％和15％。本发明

之短波长紫外光探测材料的分子式为Ni<sub>x</sub>Mg<sub>1-x</sub>O，0≤X≤1。以石英玻璃为衬底在磁控溅射设备

中制作Ni<sub>x</sub>Mg<sub>1-x</sub>O短波长紫外光探测薄膜，所制备的薄膜晶格失配和离子半径失配很小，分

别为0.7％和5.7％，禁带宽度为3.6～7.8eV。用来制作短波长紫外光探测器件。

<REC>

<申请号>=CN200710150114.4

<名称>=适用于制作线性相位超导滤波器的谐振器组

<申请（专利权）人>=南开大学;

<发明（设计）人>=方兰;左涛;阎少林;赵新杰;冯鸿辉

<申请日>=2007.11.09

<地址>=300071天津市南开区卫津路94号

<摘要>=一种适用于制作高指标线性相位超导滤波器的谐振器组，解决寄生耦合影响较大且不易消除，以及仿真设计较为困难的问题。本发明由四个谐振器级联组成，单个谐振器是整体呈“”形状的微带谐振器，四个微带谐振器于上下左右四角处缺口向内呈口字形布置。构成谐振器组的每个微带谐振器的有效长度为1/2波长，两臂等长或不等长。谐振器组的衬底材料为LaAlO<SUB>3</SUB>、MgO或者蓝宝石。本发明谐振器组的结构使得非相邻谐振器的间距增大，从而很好消除它们之间寄生耦合的影响；此外其结构内不需附加跨线，兼有易于仿真设计的特点。因此此种谐振器组更适用于制作高性能指标的线性相位超导滤波器。

<REC>

<申请号>=CN89205063.2

<名称>=人造蓝宝石气体放电器件的封装端

<申请（专利权）人>=卢义生

<发明（设计）人>=卢义生;俞鹤庆

<申请日>=1989.05.09

<地址>=江苏省南京市五所村310-2-701室

<摘要>=本实用新型提出的是一种气体放电器件采用人

造蓝宝石管、塞、环的封装结构——人造蓝宝石气体

放电器件的封装端。管、塞、环系采用同一晶向(C

轴)生长的人造蓝宝石材料。它可有效地提高放电器

件的寿命和性能。实现人造蓝宝石气体放电器件的

研究进入广泛应用的实用阶段。它可用于各系列的

高压金属蒸气放电灯和普通高压钠灯和高显色性高

压钠灯以及钾铷激光光泵等。

<REC>

<申请号>=CN200520023083.2

<名称>=一种用于氮化物半导体材料退火的新型加热衬托

<申请（专利权）人>=中国科学院半导体研究所

<发明（设计）人>=王晓亮;冉军学;李建平;胡国新;王军喜;曾一平;李晋闽

<申请日>=2005.07.07

<地址>=100083北京市海淀区清华东路甲35号

<摘要>=本实用新型涉及半导体材料技术领域，一种用于

氮化物半导体材料退火的新型加热衬托。由石英支架(10)、衬

托(11)、蓝宝石片(12)、样品(13)、热电偶(14)组成，衬托(11)

位于石英支架(10)之上，蓝宝石片(12)位于衬托(11)之上，热电

偶(14)位于衬托(11)之下，样品(13)位于蓝宝石片(12)之上。在

氮化物材料退火处理时采用这种加热衬托，氮化物在快速退火

设备中退火时，在石英架上放上此种衬托作为加热衬托，将蓝

宝石片放在此种衬托上，氮化物外延层面朝下扣于蓝宝石片上

进行退火，利用这种加热衬托进行氮化物材料退火，可以减少

退火过程中衬托对外延片的不良影响，提高退火均匀性，提高

晶体质量。

<REC>

<申请号>=CN01271135.7

<名称>=高温压差传感器

<申请（专利权）人>=信息产业部电子第四十九研究所

<发明（设计）人>=吴紫峰;孙晓冬;智文虎;王洪岩;于海超;秦永和;王凡

<申请日>=2001.11.21

<地址>=150001黑龙江省哈尔滨市南岗区一曼街3号

<摘要>=高温压差传感器，属于传感器领域，内部的压力

敏感芯体采用两个对称、相同的E形膜片芯体式结构，该结构

中E形膜片上表面熔焊一层硅—蓝宝石应变片，压力敏感芯体

的后部，采用可加工的陶瓷材料作为内、外引线转接子。本结

构采用分体结构方案，所设两个压力敏感芯体分别直接感受高

温环境下介质的压差，因而可适用温度范围高，可测量的压差

范围大。

<REC>

<申请号>=CN88200068

<名称>=多功能接触式激光手术刀

<申请（专利权）人>=国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院

<发明（设计）人>=孙克光;林永寿;曾新华

<申请日>=1988.01.09

<地址>=江苏省南京市雨花西路安德里30号

<摘要>=一种多功能激光手术刀，本实用新型的特点是把

大直径，大芯径比的石英质光导纤维和高纯度蓝宝石

晶体材料的刀头，通过连接件组合在一起，形成多功

能接触式激光手术刀，可以进行接触式治疗。刀头可

以根据不同需要加工成各种不同几何形状，以达到切

割、蒸发、汽化、凝结等医疗目的，其优点是可以直接

和生物组织接触，手感好，该手术刀容易清洗，消毒方

便。

<REC>

<申请号>=CN200420150549.0

<名称>=发光二极管芯片

<申请（专利权）人>=方大集团股份有限公司

<发明（设计）人>=李刚;吴启保;王胜国

<申请日>=2004.10.09

<地址>=518000广东省深圳市南山区西丽镇龙井方大工业城

<摘要>=本实用新型的一种发光二极管芯片，包括蓝宝石

衬底、在所述衬底上外延生长的半导体材料层、以及在所述半

导体材料层上设置的导电薄膜层。在导电薄膜层和N型氮化镓

层设有正电极和负电极。在P型氮化镓层和量子阱层上设置、

从其边缘开设的、朝向所述正电极的开槽；所述开槽与所述正

电极之间具有间隔。开槽的开设增加了其周边面积，提供了更

多的出光表面积，从而增大了发光二极管芯片的发光效率。而

且，所述开槽的开设可以在蚀刻其导电薄膜层、P型氮化镓层

和量子阱层形成键合负电极的裸露部分时同时形成，从而无需

增加工艺环节、制造成本，并且不影响芯片光电特性、不降低

产品优良率。

<REC>

<申请号>=CN200520085586.2

<名称>=高压容器的观察视窗

<申请（专利权）人>=中国海洋大学

<发明（设计）人>=许淑梅;曹志敏;张晓东;于新生;安伟

<申请日>=2005.08.02

<地址>=266003山东省青岛市市南区鱼山路5号

<摘要>=本实用新型公开了一种高压容器的观察视窗，其

包括：与高压容器密封连接的孔基座，安装在该基座内的透明

视镜，压紧在该视镜上的视窗端盖。所述的透明视镜与该基座

是锥斜面接触结构连为一体的；是通过与基座锥孔匹配的锥形

橡胶垫片而相互锥斜面充分接触而构成一体的。由于透明视镜

的厚度可以相对较大，因此有利于在高压下工作。由于透明视

镜的材料可以使用水晶，石英，高强度玻璃，蓝宝石等材料，

而使用该结构透明视镜直径较小，有利于降低材料的成本。由

于透明视镜锥面的设计还有利于光源或摄像系统有一个较大

的视角，相对圆柱形的设计能够探查更大范围的空间。本高压

容器观察视窗能够满足在高压环境下传输光信号的技术要求。

<REC>

<申请号>=CN200520107535.5

<名称>=桥式N电极型氮化镓基大管芯发光二极管

<申请（专利权）人>=中国科学院物理研究所

<发明（设计）人>=贾海强;李卫;李永康;彭铭曾;朱学亮

<申请日>=2005.05.30

<地址>=100080北京市海淀区中关村南三街8号

<摘要>=本实用新型涉及一种可解决P电极和N电极边缘

间发光损失的桥式N电极型氮化镓基大管芯发光二极管，通过

金属有机物化学气相沉积生长技术，在异质材料或双抛面蓝宝

石衬底上生长氮化镓基LED的多层材料结构，经过光刻、淀

积、刻蚀、蒸发、剥离等步骤制备，其结构包括：淀积在氮化

镓基基片上的至少一片状P电极和至少两个N电极；N电极为

呈点状分布于片状P电极之间的多个点状N电极；淀积在点状

N电极之间的条状绝缘介质层；以及蒸镀在条状绝缘介质层上，

并与相应N电极相连接的金属反射薄膜层。可以增加P型区面

积，减小结电流密度，提高内、外量子效率，并且芯片有更高

的饱和电流，大幅提高了倒装焊LED芯片的发光效率。

<REC>

<申请号>=CN200520107536.X

<名称>=一种氮化镓基大管芯发光二极管

<申请（专利权）人>=中国科学院物理研究所

<发明（设计）人>=贾海强;李卫;李永康;彭铭曾;朱学亮

<申请日>=2005.05.30

<地址>=100080北京市海淀区中关村南三街8号

<摘要>=本实用新型涉及一种可解决P电极和N电极边缘

间发光损失的氮化镓基大管芯发光二极管，通过金属有机物化

学气相沉积生长技术，在异质材料或双抛面蓝宝石衬底上生长

氮化镓基LED的多层材料结构，经过光刻、淀积、刻蚀、蒸

发、剥离等步骤制备，其结构包括：淀积在氮化镓基基片上的

至少一片状P电极和至少一条状N电极；条状N电极由N型

压焊点压焊连接；淀积在P电极和N电极之间的绝缘介质层；

以及蒸镀在绝缘介质层上的金属反射薄膜层；金属反射薄膜层

可单独与P电极或N电极相连接，也可或与P电极、N电极均

不相连接；可有效利用GaN基LED边缘处出射光，提高双抛

面蓝宝石端的出光效率。

<REC>

<申请号>=CN86207693

<名称>=无齿锯片

<申请（专利权）人>=沈阳市望花金刚砂厂

<发明（设计）人>=崔利民

<申请日>=1986.09.27

<地址>=辽宁省沈阳市东陵区前进乡望花街

<摘要>=本实用新型涉及一种改进的无齿锯片。它是由

蓝宝石刚玉砂、树脂等粘结剂和钢芯片压制而成。它

特别适用于切割含有钢筋加气混凝土、石膏板、石棉

水泥板及各种轻质建筑材料，并能使制品切口整齐，

加工尺寸准确。

<REC>

<申请号>=CN94235539.3

<名称>=一种光电探测器

<申请（专利权）人>=曲阜师范大学

<发明（设计）人>=李艺

<申请日>=1994.10.17

<地址>=273165山东省曲阜市静轩西路

<摘要>=本实用新型属于光电探测技术领域，该光电探测

器的窗口是用高透明的Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>陶瓷片制成的，且紧靠

近探测元表面。它解决了目前蓝宝石晶体窗口存在

的功能单一成本高的缺点，本实用新型由于采用高透

明Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>陶瓷作为窗口材料，因而大大降低了成本，

并且具有优异的散射退偏振效果，较高的光透过率，

较宽的光谱透射范围。

<REC>

<申请号>=CN98226909.9

<名称>=人造蓝宝石表面内拱度磨削机床

<申请（专利权）人>=张元胜

<发明（设计）人>=张元胜

<申请日>=1998.05.28

<地址>=518034广东省深圳市商报路天健工业区8栋4楼悦目光学公司

<摘要>=本实用新型涉及石料或类似材料的磨削设备，尤

其是进行曲面磨削的设备。它由电机和传动件带动砂轮沿着与

主轴同轴的圆桶内侧既作往返直线运动又作转动；同时，圆桶

内粘贴被磨削物(如人造蓝宝石表面)，使砂轮在运动时对其内

拱面产生磨削。该设备对砂轮的弧度不需作严格限定，其加工

精度不受砂轮弧度的限制，而由测量精度决定，可达到

0.05mm；亦无需频繁更换砂轮，还可实现一次多片加工。

